1. Найти теплоемкость сверхпроводника (электронная часть) в пределе температур, стремящихся к нулю.
2. Найти средний квадрат радиуса куперовской пары.
3. Найти критическую температуру сверхпроводящего перехода в модели БКШ.
4. Найти зависимость плотности состояний от энергии в сверхпроводнике.
5. Показать, что электрон – фононное взаимодействие может приводить к притяжению между электронами. Получить эффективный гамильтониан притяжения.




6*. Исследовать куперовскую неустойчивость для модельного взаимодействия между электронами . Функция  обеспечивает падение притяжения при . Постоянная  отвечает за отталкивание - экранированное кулоновское взаимодействие. Найти критическую температуру сверхпроводящего перехода.
7*. Найти энергию основного состояния сверхпроводника (за вычетом энергии нормального состояния) при Т=0.
8. Найти температурную зависимость сверхпроводящей щели вблизи критической температуры сверхпроводящего перехода и при температурах вблизи нуля.
9. Найти спектр квазичастиц в 1D андреевской яме 
10. Найти ток-фазовое соотношение для одномодового контакта Джозефсона 
11. Вычислить ВАХ NIS контакта (в чистом пределе).
12*. Вычислить ВАХ FIS контакта (в чистом пределе).
13*. Найти спектр андреевских уровней в коре вихря.(Caroli- de Gennes – Matricon levels)
14*. Найти спектр андреевских уровней в джозефсоновском контакте SINIS
15*. Вычислить теплопроводность структуры NSN.
16. Вывести уравнения Гинзбурга –Ландау из теории Горькова вблизи критической температуры сверхпроводящего перехода. 
17. Найти связь сверхтока с векторным потенциалом в чистом сверхпроовднике в рамках теории Горькова.
18*. Найти критическую температуру и сверхпроводящую щель в спектре для сверхпроводника с магнитными примесями.
19*. Найти поле парамагнитного предела синглетного сверхпроводника вблизи критической температуры сверхпроводящего перехода.
20. Найти температурную зависимость лондоновской глубины проникновения для сверхпроводников с s спариванием.
*Найти температурную зависимость лондоновской глубины проникновения для сверхпроводников с d спариванием.

21*. Найти зависимость плотности сверхпроводящих электронов от магнитного поля в слабых полях при Т=0 для d- сверхпроводников с параметром порядка  (магнитное поле вдоль оси z).
22. Получить оценку для параметра Гинзбурга Gi для размерностей системы 1D, 2D, 3D в грязном и чистом пределах.
23. Найти флуктуационную диамагнитную восприимчивость для трехмерного сверхпроводника выше критической температуры сверхпроводящего перехода.
[bookmark: _GoBack]24. Сделать оценки температуры перехода БКТ для тонкой пленки. Обдумать случай слоистого сверхпроводника.
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